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ABSTRAK 

Linierisasi predistorsi penguat daya gelombang mikro telah selesai dilakukan. 

Pada projek ini, kami menggunakan LDMOSFET sebagai devais aktif untuk 

diteliti. Pekerjaan penelitian dimulai dengan menurunkan formulasi matematis 

untuk simulasi linierisas penguat daya mengunakan teknik predistorsi. Data-data 

masukan untuk simulasi diekstrak dari hasil pengukuran karakteristik I-V 

transistor. Hasil simulasi dengan fungsi matematis yang diberikan menunjukkan 

bahwa ACPR dapat ditekan hingga sebesar 12 dB pada daya masukan -10 dBm. 
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ABSTRACT 

 
Predistortion linearization of microwave power amplifier has been done. In this 

project, we used LDMOS D2081UK as an active device to be investigated. We 

first derrived a mathematical model for predistortion linierization simulation. 

Input data for simulation was extracted from a measured FET I-V characteristics. 

Simulation results of predistortion linearization show that ACPR  can be 

suppressed about 12 dB at input power of -10 dBm. 
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